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Hasaro
U= povoe sodelo, onde o ™ecanispo de alargamento da nane
dentro do enissor & incluido, fol atilizado para descrever o
coRprtarents estatico de portas 12L.
2

Hostra-se gue, para clircuaitos 1°L fabrvicados om uma cara
da epitaxial pguco_doiuada e ezpassa, o podelo convencicnal de
translstores I°0L nao & valido, usa vez qua o pecanismo de alar
gamento da tase dentrg do emissor tem papel muito iFportante
na reducad do gapho reverso dos transistores NPH.

05 valores calouwlados para o ganho #y, doz transistores
1L usando esse eodelo apresentam boa concordincia com os re
sultadss experirentais, enguanto gue os valores calculados com
o egdelo convencional 56 sao validos para balxes niveis de den
sidade de correnbte de doletor.

Introdugio

= i r T I
U=a dag principais vantagens da logica I'L & a compatibilidade

witouites analogicos, vma vez gque pode ser fabricada cosm o Sesmo pro

usado para a confeécgac de circuitos integrados lineares hipolar, Queanla,
entretanto, a camada epitaxial & projetada para a pblengdo de tensdes de
ruptura altas nos transistores lineares, ¢ eodelo convencional utilizado

2

para ag portas L nao & mals valide, uma vez gue um mocanisee de alavga

rento da base dentro do emissor faz com gue a eficiéncia de injegac da
transistor lzL diminua, diminuindo, dessa forsa,o ganho em corcente Fup'

Este trabalho apresenta um novo modelo,que inclui o efeito de alar
garento da base dentro do emiasor, no ecdelo orientado paca a estrutura
[1].[2], onde s3o consideradas as resisténcias de base, diodos latersis e

efoitos de alta injegio.



Parirctros do Modelo

D clrcuito da porta IzL witilizado para o podelo orientado gara ca
estrutura & apresentado ma figura 1. A diferengs do nosso modale pars o
mpdelo convencional & que, no rosso modelo,a corrente de coletor Ros  tran
sistores NFN & dada por uma expressao gue inclui o efeito de alargarento

da base dentro do emissor.

A dengidade de eprrente de coletor & dada por:
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onde £(7_) = represents o alargasents da base dentro do enissor [3].
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Resolvendn a equagdo {21, terds o valor de J
de corrente de jooiho no gre’f'ﬂm UL B L
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Em ua processo T L/linear; omie a espessura e a dogager 43 carada
vpitaxial sdo escolhidos de forma a fornecer tensdes de ruptura altas para
- - 2
ng - transistores analogicos, «deve-se fazer com gue o0f transistores 1L L
i
j&

nhian dR valor pegqueno @8 carga  ma base, paraqie o valor-de ﬁup nEG ae
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senor do gue um, irpedingo a operagac da legica ITL.

P 2 z ;
Co= fsscy, 05 transistores T L Ficam oo ama :"'i:ll;taxivl (e Rt T R L G |
dopada,e tarbéz un baixo wvalor de Ugy @ gue 05 forna mults suscoptiveils ao

pecaniss=s de alargazento da baze dentro do emissors

%a fiqura 2 veros ux grafico de Towm &7 fungan de WE (espessura da

camada epitaxial sobre a regido de base) para varios valores de Q-

Pi_'b-dv.—.ﬂs ver clararkente gue, Fd.l:ﬂ waloroes PHFjUEnGs e WE & o '.'JIE
res de CIB norsaloentes usados em Ul pProceeso 175 canvencional, "’_F.'rif & ot
alto e pode ser desprezado. BOo entanto, para um professo gue utllize uw-a

camada epitaxial co= vl valor alto para ®WE e um balxo Qgr 0 walor de 3.

pode tornar-sc ouito pequenc. e, conseguentemente, influenciar suiic o con
portarento do transiscor IZL.



Fesulrados Experineatals

Fara podersos fazer uRa avaliagan do rodelo proposte, foram COong

2 - =

truidas estruturas de teste 1°L, usando um processo de dupla difusao de
base. 08 principais parisctros do processo sao apresentados na tabela 1.
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Fabefa 1 - Pardsef{nos d2 procidscs

Usandn estes parimeiros para o sologdo da equagdo (2] teros:

2

Tpwe = 19 Afcm”.

Portanto, nestes niveis de densidade dw Corrente, w5prrasse que o

ganho ﬂup comace a dipinuir, devido ag alargarento da hase dentro da eais
E0T

Ha figura 3 veros uka cerparaqdu entre os dados experirentais e

os dados caledlados com o podelo convencional & o nosso madelol 0 medels

gue utiliza o mecanismo de alargarento da base denten de eELss0r TESTTA

ura boa coneordincia com os dados expsriventsls, enjuanto GQUE O siaielo i coh

vencional s6 43 bong resultados ate 0 uA de corrsnte de coletor.

conclusio

Apresentamos uUR NOvo erdela para uma porta IZL, ondea o RECAN SR
de alargazento da base dentro do emissor fol inclualde.

Oz valores tebricos calculados com €55¢ ROVo podela posboan ura
bua concordancia com oz dados experimentals, enguoanto gua os radeios Con
vencionais 6 podem ser utilizados para baixes alveis de densidade de cor-

rente.

Mosira-se qus, para circultos I?L fabricados Com processos coppatl



veis coa linsares (onde sap usadas capadas epltaxiais pouco dopadas e bag
tante espessas, n3o se pode utilizar o modelo convencional 1L, uma vez
que o Fecanisko de alar%aﬂenta da pase dentro do emissor degespenha UBm  pa
pel puito isportante na redugdc do ganho de corrente Byp PaTa altos walo

res da densidade de corrente.
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Figusa 1- Seccdr frassvensal e modedo efiftrice ecuivalinte de wra

poada ]!‘ o
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Figuva T - Variagdo da demsdidade de coxmenie Jgup &= dangdo de WT,
pera wdtics valores de L
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